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1 はじめに

RRAM 効果とは遷移金属酸化物薄膜に強電場を印

加するとその後の抵抗が電場の極性に依存した可逆

的・不揮発的変化をするという現象である。電場の極

性に依存した抵抗変化については電極の組み合わせ

を Au-Al の様に非対称にすることが重要であると知

られている。一方、La0.33Sr0.67FeO3 薄膜に両極とも

ITO電極を用いて電場印加すると、電場印加の極性に

関して対称な抵抗変化をすることが知られている（図

1）。また、この時電極間に「白い部分」が生じて、そ

れが電場印加と共に動くことも知られている。

2 研究目的

• 光学反射率と波長依存性、その空間分布を測定す
る顕微分光装置を立ち上げる。

• 電場印加による La0.33Sr0.67FeO3 薄膜の抵抗変化

と電極間の反射率の変化を同時に測定し、抵抗変

化の理由を考察する。

3 実験

• 分光した光を外部入光型分光測定用顕微鏡に導
入してサンプルに入射光を当て、その反射光を

CCDカメラで検出する。

• 参照光との比較によって絶対反射率とその空間
依存性を求める。

• パルス電場を印加した直後に定電流（0.5µA）抵

抗測定と反射率測定を同時に行う。

4 結果・考察

図 2と図 3がそれぞれの正電場印加後と負電場印

加後の反射率の 2次元的空間分布である。中央付近

の赤く示されている部分が電場印加によって生じた

白い部分に対応する。この反射率の高い部分が電場

印加によってその方向と逆向きに動いていることが

わかる。このことから、反射率が高い部分は酸素が多

い部分であり、酸素イオンが電場によって逆向きに動

いていると考えた。そのため、酸化・還元それぞれの

雰囲気下で薄膜を作製して反射率スペクトルを測定

し、電極間の変化した部分と、その他の変化しない一

様な部分の反射率スペクトルと比較した。図 4に示

すように両者がほぼ一致していることから、反射率の

変化は酸素の移動によるものと考えられる。よって

今回見られた現象は、薄膜への電場印加によって酸素

の移動が起こり、その酸素の存在によって局所的に

キャリアの量が変わり、抵抗が変化していたというこ

とが考えられる。
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図 1 対称な電極による抵抗の電場応答

図 2 正のパルス電場印加
後の電極間における反射率
(500nm)の空間分布

図 3 負のパルス電場印加
後の電極間における反射率
(500nm)の空間分布
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図 4 酸化及び電場印加による反射率の変化


